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Величина оптоэлектронного сигнала (ОЭС) полупроводниковых лазе-

ров является основной характеристикой с точки зрения их применения в 

качестве детекторов собственного излучения. Как правило, величина 

ОЭС максимальна вблизи порога генерации и уменьшается с ростом то-

ка накачки, что не находит объяснения при использовании стационарной 

системы балансных уравнений [1]. Численное моделирование и экспе-

риментальное исследование мощностных и шумовых характеристик по-

лупроводниковых лазеров с внешней оптической обратной связью с уче-

том квантовых флуктуаций скорости излучательной рекомбинации пока-

зало, что немонотонная токовая зависимость ОЭС связана с нестабиль-

ностью генерации излучения во внешнем резонаторе.  

Величина ОЭС достигает нескольких милливольт [1]. При времени 

запаздывания порядка 1 нс генерация осуществляется в режиме пуль-

саций, с ростом тока накачки их частота растет и они приобретаю хаоти-

ческий характер. Это приводит к уменьшению автокорреляционной 

функции излучения, прямо пропорциональной величине ОЭС. Увеличе-

ние шумов при наличии обратной связи зарегистрировано эксперимен-

тально. При малом времени запаздывания или очень слабой оптической 

обратной связи режим генерации сохраняет устойчивый характер, рост 

мощности излучения приводит к уменьшению ширины линии генерации, 

и, следовательно, величина автокорреляционной функции и ОЭС увели-

чиваются. При промежуточных параметрах обратной связи токовая за-

висимость ОЭС может иметь ондуляционный вид.  

В радиочастотном спектре электрического сигнала (до 10 МГц) при 

незначительных превышениях порогового тока (до 5 %) наблюдался ре-

зонанс. С ростом тока накачки резонансная частота и ширина пика уве-

личивались, а его амплитуда уменьшась вплоть до его исчезновения. По-

видимому, наличие резонанса связано с поперечными модами внешнего 

резонатора, так как перекрытие различных частей отражаемого луча 

приводило к неодинаковым изменениям характеристик резонанса. 
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